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1. はじめに 

 SiC基板の熱酸化により SiO2と SiC の界面にできる結晶欠陥は、室温下でも高輝度な単一光子

を発生し、発光を電気的に制御できることから、量子暗号通信への応用が期待されている。この結

晶欠陥（表面 SPS）の電気的制御は、これまでに pn 接合を用いたデバイスに順/逆方向に電界を掛

けた際の発光強度の変化が報告されているが[1]、少数の発光点に関する調査にとどまっている。

そこで本報告では低蛍光の ITO 透明導電膜を用いたゲート電極から広範囲にわたって一様な電界

を掛け、フォトルミネッセンス（PL）測定を行うことで、多数の発光点の発光特性の変化を調べ

た。 

2. 実験および結果 

本研究では、ゲート電極を ITO 透明導電膜としグラウンド電極を裏面に配置した 4H-SiC MOS キ

ャパシタンス構造のデバイスを作製し、表面 SPS の発光強度のゲート電圧依存性を測定した。デバ

イスの作製方法は以下の通りである。n 型 4H-SiC（エピ膜厚 10.2 μm、キャリア濃度 1.6 × 1016 cm-3、

Si 面 4°オフ角）に対し、1200℃での O2熱酸化（時間 3.5 h）、1200℃での CO2アニール（時間 30 min）、

で酸化膜を形成した（膜厚 29 ± 6 nm）。なお、CO2 アニールは過去の文献に基づき[2]、発光点の数

を減らすために実施した。その後にゲート電極として SiO2上に膜厚 100 nm の低蛍光 ITO 透明導電

膜[3]を、基板の裏面に膜厚 100 nm の Al をスパッタ法により形成した。PL 測定は共焦点顕微鏡を

用い、波長 532 nm 出力 0.7 mWのレーザーで励起し、室温で行った。 

形成された ITO 透明導電膜の発する蛍光は SPS に比べて十分小さく、ITO 上からも明瞭な発光点

を確認した。30 点の発光点について測定を行った結果、発光強度の電圧依存性は個々で異なること

が分かった。Fig. 1. に典型的な 3 種類の発光点の 2 V ごとの発光強度の推移を示す。発光強度が最

大になる電圧値は発光点によって異なるが、概ね −10 〜 +10 V 内に存在し、最大値から高/低電圧

側に進むにつれ対称的に減少していた。このことから、

表面 SPS の発光のオン/オフは 10 V 程度の電圧印加と

いう低電力で実現でき、極性を持たないことが分かっ

た。また、発光点のスペクトルについても測定を行っ

た結果、数種類のスペクトル形状にグループ分けされ

た。講演会では、発光スペクトルの分類と発光強度の

ゲート電圧依存性との関連性についても発表する。 
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Fig. 1. Gate voltage dependence of PL intensity 

 Solid line: + sweep, dashed lines: − sweep 

0 V → −10 V → +10 V → 0 V 
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